Контрольные вопросы к защите лабораторной работы Ф-3
(МВТУ-2010 г)

(предварительно проводится компьютерное тестирование Ф-3) 

1. Знать единицы измерения и уметь определять размерности (в системе СИ) физических величин по данной теме (световой поток, освещенность, сила света, сила и плотность тока, напряженность поля, проводимость, подвижность носителей заряда и др.). Закономерные взаимосвязи данных физических величин.
2. Внешний, внутренний и гальванический фотоэффекты, каким материалам присущи эти явления? Различия этих эффектов. 
3. Красная граница фотоэффекта.

4. Фотоэффект – это проявление волновых или корпускулярных свойств света? Приведите другие примеры проявления аналогичных свойств.

5. Энергия Ферми и связь этого параметра с параметрами фотоэффекта. Расположение уровня Ферми в донорных и акцепторных полупроводниках. Изменение уровня Ферми при температурных изменениях.
6. Частотные характеристики фотопроводимости полупроводников.

7. ВАХ, спектральная и световая характеристики фоторезисторов и фотодиодов.

8. Поясните понятия: квантовый выход, рекомбинация, равновесная концентрация, темновой ток.

9. Материалы, применяемые для фоторезисторов. Донорные и акцепторные примеси. Области применения фоторезисторов и фотодиодов.

10.  Что такое фототранзистор, оптрон, фототиристор? Их характеристики и области  применения.

